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１．概要（Summary） 

電磁波の無散逸な輸送現象を実現するために、トポロ

ジカルフォトニクスの基礎物理の解明は必須の課題であ

る [1]。近年、6 回回転対称性を有す蜂の巣格子状構造

の誘電体フォトニック結晶を用いたトポロジカルフォトニク

スの理論が提案され [2]、昨年には近赤外領域において

実験的観測が行われた [3]。しかし近赤外領域では、電

磁波の波動関数を直接観測することができる空間分解能

はない。我々はフォトニック結晶の単位格子内部の電磁

波の波動関数を直接観測するために、バンド端を識別で

きる周波数分解能と電磁波の波動関数程度の空間分解

能の両方を満たすテラヘルツ領域に対応したフォトニック

結晶を作製することを目指した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

真空乾燥器，ウェハスピン洗浄装置，厚膜フォトレジス

ト用スピンコーティング装置，高速マスクレス露光装置、

深堀りドライエッチング装置(Φ4")，ドライエッチング装

置，ダイシングソー，エキスパンド装置，紫外線照射装

置 

 

【実験方法】 

厚さ 50 mの 4インチシリコンウェハに対し、高速マスク

レス露光装置を用いてパターンを描画し、シリコンの深堀

エッチングを行い、フォトニック結晶を作製した。テラヘル

ツ近接場顕微鏡を用いてフォトニック結晶中の電磁場の

直接観測を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製したフォトニック結晶の顕微鏡写真を Fig. 1 に示

す。厚さ 50 μmの薄シリコンウェハに高精度で穴あけ加

工を施すことに成功した。また、テラヘルツ近接場測定に

より、フォトニック結晶のバンドトポロジーが変化しているこ

とを確かめた。 
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Fig. 1 Image of the topological photonic 

crystal. 

 


